
BSX59 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 
Firma: PHILIPS 
Wykonanie: tranzystor krzemowy epi-
taksjalno-planarny n-p-n w obudowie me-
talowej TO-5, kolektor połączony z obu-
dową 
Zastosowanie: bardzo szybkie przełączanie 
rdzeni 

Typy podobne: BSX59 (Fer, RTC) 
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1-624. BSX59 

Wartości charakterystyczne1' 

min typ max 

IcBO 500 nA przy IE = 0, UCB = 40 V 
Icb 0 300 HA przy IE = 0, UCB = 40 V, tj = 150°C 
Iebo 300 nA przy Ic = 0, UEB = 4 V 
Iebo 50 (j.A przy Ic = 0, UEB = 4 V , ( j = 150°C 

IcEX 500 nA przy —VBE = 4 V, UCE = 40 V 

~~ IBEX 500 nA przy ~UBE = 4 V, UCE = 40 V 
ICEX 300 [xA przy -UBE = 4 V, UCE = 40 V, tj = 150°C 
UcEsat 0,3 V przy Ic = 150 mA, IB = 15 mA 

UBEsat 1,0 V przy Ic = 150 mA, IB = 15 mA 

UcEsat 0,5 V przy Ic = 500 mA, IB — 50 mA 

UBEsat 0,85 1,2 V przy Ic = 500 mA, IB — 50 mA 

UcEsat 1,0 V przy Ic = 1 A, IB = 100 mA 

UBEsat 1,8 V przy Ic — 1 A, IB = 100 mA 
h2lE 30 70 przy Ic= 150 mA, UCE = 1 V 

hi E 30 90 przy Ic = 500 mA, UCE = 1 V 

1'ZIE 20 40 przy Ic = 1 A, UCE = 5 V 
f r 250 450 MHz przy Ic = 50 mA, UCE = 10 V 
Cc 6 10 pF przy IE = Ie = 0, UCB = 10 V 
Ce 36 50 PF przy IC = IC = 0, UEB = 0,5 V 

'on 17 35 ns przy —UBE = 2 V, I c = 500 mA, I B = 50 mA 

'OFF 45 60 ns przy / c = 500 mA, IB = 50 mA, IBM = 50 mA 

Wartości graniczne 

UcBO max 7 0 V p * tot max 0 , 8 2 ) W 

UcEO max 4 5 V Rt!i j-a max 2 2 0 ° c / w 

UEB0 max 5 V ^th j-c max 4 3 ° C / W 

^C max 1 A D 
lii J-mb max 3 5 ° c / w 

' c .M max 1 A ' j max 2 0 0 ° c 

EM max 1 A 'stg - 6 5 - i - + 2 0 0 

» tj = 25°C 
2> lamb = 25°C 



BSX59 



Rys. 1-628. Zależność prądu"bazy od tempe-
ratury złącza 

Rys. 1-629. Zależność częstotliwości granicz-
nej od prądu kolektora 

Rys. 1-630. Zależność napięcia nasycenia 
kolektora od prądu kolektora 

Rys. 1-631. Zależność napięcia nasycenia ba-
zy od prądu kolektora 



Rys. 1-632. Zależność napięcia nasycenia ko-
lektora od temperatury złącza 

Rys. 1-633. Zależność napięcia nasycenia ba-
zy od temperatury złącza 
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Rys. 1-634. Zależność pojemności Cc od napię-
cia kolektor-baza 
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Rys. 1-635. Zależność pojemności Ce od 
pięcia emiter-baza 
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Rys. 1-636. Zależność czasu włączania od tem-
peratury złącza 
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Rys. 1-637. Zależność czasu wyłączania od 
temperatury złącza 

Rys. 1-638. Zależność prądu zerowego ko-
lektora od temperatury złącza 

11111II 
=f(tj 
•M U[B-
=f(tj 
•M U[B-

-wa> -wa> 

' 

0 50 100 150 t j ['C] 200 

Rys. 1-639. Zależność prądu zerowego emitera 
od temperatury złącza 


